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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板（１５）を第２の基板に一時的にボンディングするための装置であって、
－取付け輪郭（８，８′，８″，８′″，８ＩＶ）に前記第１の基板（１５）を取り付け
るための取付け装置を備えており、前記取付け輪郭（８，８′，８″，８′″，８ＩＶ）
は、前記第１の基板（１５）を制御可能に位置固定するための外側の環状部分（１０）と
、少なくとも主に取付け面（７，７′，７″，７′″，７ＩＶ）に対して引っ込められた
内側の環状部分（１１）とを備えた、前記取付け装置の有効取付け面（７，７′，７″，
７′″，７ＩＶ）を有しており、
－前記第１の基板（１５）を制御可能に変形する変形手段を備えており、該変形手段は、
前記外側の環状部分（１０）の内側に作用するように形成されており、
－変形された前記第１の基板（１５）を前記取付け装置から外すことにより、前記第１の
基板（１５）を第２の基板（１５′）にボンディングする接合手段を備えた、
第１の基板（１５）を第２の基板に一時的にボンディングするための装置において、
　前記取付け輪郭（８，８′，８″，８′″，８ＩＶ）は、前記内側の環状部分（１１）
内に、前記第１の基板（１５）を支持するための少なくとも１つの支持面（１２，１２′
，１２″）を有しており、該支持面（１２，１２′，１２″）は、前記取付け面（７，７
′，７″，７′″，７ＩＶ）と見なされることを特徴とする、第１の基板（１５）を第２
の基板に一時的にボンディングするための装置。
【請求項２】
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　前記取付け輪郭（８，８′，８″，８′″，８ＩＶ）及び前記取付け面（７，７′，７
″，７′″，７ＩＶ）及び前記取付け装置は、該取付け装置の中心Ｚに対して回転対称的
に形成されている、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記取付け輪郭（８，８′，８″，８′″，８ＩＶ）の前記外側の環状部分（１０）に
、前記取付け面（７，７′，７″，７′″，７ＩＶ）を中断する少なくとも１つの負圧通
路（３）が設けられている、請求項１又は２記載の装置。
【請求項４】
　前記負圧通路（３）は、前記取付け装置の中心Ｚに対して同心的に、全周にわたって延
在している、請求項１から３までのいずれか１項記載の装置。
【請求項５】
　前記外側の環状部分（１０）の半径方向の幅ｂＡは、前記内側の環状部分（１１）の半
径方向の幅ｂＩよりも小さくなっている、請求項３又は４記載の装置。
【請求項６】
　前記取付け輪郭（８，８′，８″，８′″）の投影面の大きさは、前記有効取付け面（
７，７′，７″，７′″，７ＩＶ）の少なくとも２倍である、請求項１から５までのいず
れか１項記載の装置。
【請求項７】
　前記支持面（１２，１２′，１２″）は円環状であり、前記中心Ｚに対して同心的に配
置されている、請求項１から６までのいずれか１項記載の装置。
【請求項８】
　前記変形手段は、前記第１の基板（１５）の前記取付け面（７，７′，７″，７′″，
７ＩＶ）の側の、前記取付け面（７，７′，７″，７′″，７ＩＶ）以外の領域のみを押
圧するように形成されている、請求項１から７までのいずれか１項記載の装置。
【請求項９】
　前記変形手段として、前記取付け輪郭（８，８′，８″，８′″，８ＩＶ）を貫通する
少なくとも１つの押圧部材（６，６′，６″，６′″）が設けられている、請求項１から
８までのいずれか１項記載の装置。
【請求項１０】
　前記変形手段は、変形が前記第１の基板（１５）に対して同心的に行われるように形成
されている、請求項１から９までのいずれか１項記載の装置。
【請求項１１】
　前記内側の環状部分（１１）に、個別に制御可能な位置固定部材（１６）が、対応する
位置固定部分を位置固定するために、前記第１の基板（１５）に沿って設けられている、
請求項２記載の装置。
【請求項１２】
　第１の基板（１５）を第２の基板に、以下のステップで、一時的にボンディングするた
めの方法であって、
－取付け装置（１）の有効取付け面（７，７′，７″，７′″，７ＩＶ）を有する取付け
輪郭（８，８′，８″，８′″）に第１の基板（１５）を取付け、この場合に前記有効取
付け面（７，７′，７″，７′″，７ＩＶ）は、第１の基板（１５）を制御可能に位置固
定するための外側の環状部分（１０）と、少なくとも主に取付け面（７，７′，７″，７
′″，７ＩＶ）に対して引っ込められた内側の環状部分（１１）とを有しており、
　前記取付け輪郭（８，８′，８″，８′″，８ＩＶ）は、前記内側の環状部分（１１）
内に、前記第１の基板（１５）を支持するための少なくとも１つの支持面（１２，１２′
，１２″）を有しており、該支持面（１２，１２′，１２″）は、前記取付け面（７，７
′，７″，７′″，７ＩＶ）と見なされており、
－前記第１の基板（１５）を、前記外側の環状部分（１０）の内側で、前記第１の基板（
１５）を制御可能に変形するための変形手段により変形し、
－変形された前記第１の基板（１５）を前記取付け装置から外すことにより、前記第１の
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基板（１５）を第２の基板にボンディングすることを特徴とする、第１の基板（１５）を
第２の基板に一時的にボンディングするための方法。
【請求項１３】
　前記ボンディングは、前記第１の基板（１５）の変形により、該第１の基板（１５）と
第２の基板（１５′）との接触面の中心Ｍを起点として、ほぼ同心的に行われる、請求項
１２記載の方法。
【請求項１４】
　前置された測定法により検出された、第１又は第２の基板の歪み又は延伸を、対応する
位置固定部分を位置固定するための位置固定部材（１６）を用いて、第１又は第２の基板
の部分を制御して歪ませ又は延伸させることによって第１又は第２の基板に影響を及ぼす
ことにより減少させる、請求項１２又は１３記載の方法。
【請求項１５】
　第１の基板（１５）を第２の基板に一時的にボンディングするための装置であって、
－取付け輪郭（８，８′，８″，８′″，８ＩＶ）に前記第１の基板（１５）を取り付け
るための取付け装置を備えており、前記取付け輪郭（８，８′，８″，８′″，８ＩＶ）
は、前記第１の基板（１５）を制御可能に位置固定するための外側の環状部分（１０）と
、少なくとも主に取付け面（７，７′，７″，７′″，７ＩＶ）に対して引っ込められた
内側の環状部分（１１）とを備えた、前記取付け装置の有効取付け面（７，７′，７″，
７′″，７ＩＶ）を有しており、
－前記第１の基板（１５）を制御可能に変形し、これにより予荷重を加える変形手段を備
えており、該変形手段は、前記外側の環状部分（１０）の内側に作用するように形成され
ており、
－前記第１の基板（１５）を第２の基板（１５′）に、前記予荷重に基づいて自動的にボ
ンディングする接合手段を備えた、
第１の基板（１５）を第２の基板に一時的にボンディングするための装置において、
　前記取付け輪郭（８，８′，８″，８′″，８ＩＶ）は、前記内側の環状部分（１１）
内に、前記第１の基板（１５）を支持するための少なくとも１つの支持面（１２，１２′
，１２″）を有しており、該支持面（１２，１２′，１２″）は、前記取付け面（７，７
′，７″，７′″，７ＩＶ）と見なされることを特徴とする、第１の基板（１５）を第２
の基板に一時的にボンディングするための装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１記載の、第１の基板を第２の基板に特に一時的にボンディング（接
合）するため、特にプレボンディングするための装置、並びに請求項１２記載の対応する
方法に関する。
【０００２】
　半導体工業分野において、取付け装置若しくはサンプルホルダ（いわゆるチャック）は
、面状の半導体基板、特にウェハの支持及び位置固定用のハンドリング装置として用いら
れる。この場合、ウェハは平らに載置されて支持及び位置固定されるので、種々様々な処
理段階及び加工ステーションに搬送可能である。
【０００３】
　この場合、ウェハを一方の取付け装置から他方の取付け装置に引き渡すことが部分的に
必要になるので、確実で安定した支持／位置固定だけでなく、ウェハを可能な限り傷つけ
ることのない簡単な取外しも重要である。
【０００４】
　位置固定は、例えばウェハと取付け装置との間に真空を印加することにより行われるか
、帯電により行われるか、又は別の制御可能な化学物理的な付着特性に基づき行われ、こ
の場合、ウェハの取外しは、薄くなり続けるウェハ、それどころか時には両面研磨される
ウェハや、場合によってはあり得る、サンプルホルダにおけるウェハ自体の付着に基づき
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、技術的にますます困難になっている。位置固定が行われる面には、可能な限り少ない取
付け面を得るために接触面を大幅に減少させる、溝又は別の任意のトポグラフィのパター
ンが設けられていてよい。
【０００５】
　汚染の回避も、重要な観点である。
【０００６】
　汚染の回避は、２つの基板（ウェハ）をボンディングするための方法及び装置において
、特に２つの対向位置する基板の整合（アライメント）された接触面を接触させる重要な
段階において、大切な役割を果たす。それというのも、２μｍ未満、特に２５０ｎｍ未満
、有利には１５０ｎｍ未満、最も有利には５０ｎｍ未満の、ますます正確なアライメント
精度若しくはオフセットが要求されるからである。このようなアライメント精度において
は、多くの影響因子を考慮せねばならない。しかしながら特に重要なのは、基板の取外し
／接触である。それというのも、この場合に誤差が生じる恐れがあるからであり、しかも
、この誤差が累積すると、再現可能なアライメント精度を維持することができなくなる恐
れがある。このことは、かなりの廃棄物につながる。
【０００７】
　したがって本発明の課題は、ウェハの全ての箇所において可能な限り良好なアライメン
ト精度が得られ、しかも、可能なら基板の汚染も回避される、２つの基板をボンディング
、とりわけプレボンディング又は一時的にボンディングするための装置及び方法を提供す
ることにある。
【０００８】
　以下において、ボンディング、一時的なボンディング及びプレボンディングという言葉
は、同義語として用いられる。本発明が、２つのウェハをプレボンディングによって、で
きるだけ全面的に、歪み及び延伸無しで互いに接合するために、特に限定的に開発された
ものではないということは、当業者にとって自明である。
【０００９】
　基板間の一時的又は可逆的な接合を生ぜしめるためのプレボンディングについては、当
業者に公知となっている複数の方法が既に存在している。この場合、プレボンディング強
度は、永久ボンディング強度を、少なくとも２分の１～３分の１だけ、特に５分の１だけ
、有利には１５分の１だけ、更に有利には２５分の１だけ、下回っている。基準としては
、約１００ｍＪ／ｍ２での、非活性の親水化された純粋なケイ素のプレボンディング強度
、及び約２００～３００ｍＪ／ｍ２での、プラズマ活性化されて親水化された純粋なケイ
素のプレボンディング強度が挙げられる。分子により濡らされた基板間のプレボンディン
グは、主として異なるウェハ面の分子間のファンデルワールス相互作用により実現される
。
【００１０】
　接合に関して、本発明ではボンディング及び／又はプレボンディング及び／又は一時的
なボンディング用の接合手段が設けられている。
【００１１】
　前記課題は、請求項１及び１２記載の特徴によって解決される。本発明の有利な改良は
、従属請求項に記載されている。本発明の枠内には、明細書、請求項及び／又は図面に記
載された少なくとも２つの特徴から成る全ての組み合わせも含まれる。記載された値の範
囲では、述べられた限界値内に位置する値も、明らかに限界値として有効であり、任意の
組み合わせにおいて用いることができる。
【００１２】
　本発明の根底を成す思想は、２つの基板の少なくとも一方に、接触前に、特に基板の接
触面の中心Ｍに対して同心的に、半径方向外側に向かって進む予荷重を加え、この場合、
接触開始だけに影響を及ぼす一方で、所定の部分、特に基板の中心Ｍの接触後は、前記基
板を外し、基板の予荷重に基づき自動的に制御して、対向位置する基板に接合させること
により、２つの基板を可能な限り整合させると同時に、ほぼ自動で接触させる点にある。
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予荷重は、変形手段による第１の基板の変形により得られ、この場合、変形手段は、特に
その形状に基づいて接合面とは反対の側に作用するようになっており、変形は、種々異な
る（特に交換可能な）変形手段を使用することにより、適宜制御可能である。この制御は
、変形手段を基板に作用させる圧力又は力によっても行われる。この場合、半導体基板を
備える、取付け装置の有効取付け面を減少させることが有利であり、これにより、半導体
基板は部分的にしか、取付け装置によって支持されなくなる。このようにして、より小さ
な接触面に基づき、ウェハとサンプルホルダ若しくは取付け装置との間で、より少ない付
着が得られる。本発明では、位置固定部は特に専ら、半導体基板（第１の基板）の周面の
領域にしか設けられないので、効果的な位置固定が生ぜしめられると同時に、取付け装置
の取付け輪郭と、半導体基板との間に最小限の有効取付け面が得られるようになっている
。つまり、半導体基板を傷つけない、確実な取外しが同時に可能である。それというのも
、ウェハの取外しに必要な解離力が最小限であるからである。
【００１３】
　取付け輪郭は、半導体基板が載置される取付け装置の領域なので、外周は、円形の半導
体基板の場合、相応して類似の寸法を有する円形である。一般的な外寸は、２００ｍｍ、
３００ｍｍ又は４５０ｍｍの直径である。
【００１４】
　同時に、有効取付け面以外の取付け輪郭の領域には、ウェハの隆起したパターンが収容
可能になっているので、当該取付け装置は、同時にＣＭＯＳ互換に形成されている。
【００１５】
　取外しは、特に取付け面に印加する負圧を減少させることにより、とりわけ制御可能に
なっている。制御可能とは、ウェハが第２のウェハに接触した後でも、ウェハはサンプル
ホルダに未だ位置固定されたままであり、負圧の適切な（制御された）減少によって初め
て、基板（ウェハ）が特に内側から外側に向かってサンプルホルダ（取付け装置）から取
り外されることを意味している。本発明による構成は特に、取外しを極めて小さな力によ
って実行することができる、ということにつながる。
【００１６】
　基板（ウェハ）は、接合過程の前に互いに整合させられ、これにより、これらの基板の
表面上の対応するパターンの一致（特に２μｍ未満、有利には２５０ｎｍ未満、更に有利
には１５０ｎｍ未満、最も有利には１００ｎｍ未満の精度を有する正確なアライメント）
が保証されている。本発明による接合方法では、ウェハを平らに重ね合わせるのではなく
、２つのウェハの内の一方を、第２のウェハに対して軽く押圧するか、若しくは対向位置
するウェハに向かって相応に変形させることにより、まず最初に中心Ｍにおいて互いに接
触させる。（対向位置するウェハに向かって）変形されて曲げられたウェハを取り外した
後で、接合波を前進させることにより、最小の力延いては主に水平方向の最小の歪みに結
び付く、連続的でより一様な、特に少なくとも概ね自動的な溶接が、接合フロントに沿っ
て行われる。
【００１７】
　本発明の有利な構成では、取付け輪郭及び／又は取付け面及び／又は取付け装置が、取
付け装置の中心Ｚに対して回転対称的に、特に同心的に形成されている。これにより、取
付け装置の一様な保持及び簡単な製造が達成される。取付け装置が少なくとも取付け面に
おいて剛性に形成されている限り、ウェハの確実な、正確に整合された位置固定が可能で
ある。
【００１８】
　取付け面を中断する少なくとも１つの負圧通路が、取付け輪郭の外側の環状部分に設け
られており、且つ取付け輪郭は、内側の環状部分において、取付け面に対して少なくとも
概ね引っ込められていることにより、本発明を実施するために有利な、幾何学形状的な配
置が生ぜしめられており、この配置によって一方では変形が完璧に実現され、且つ他方で
は接触が上述した方法で制御されて、小さな手間で実施可能になっている。
【００１９】
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　有利には、負圧通路は取付け装置の中心Ｚに対して同心的に、特に円環状に、特に全周
にわたって延在している。これにより、一様な位置固定が保証される。
【００２０】
　本発明の別の有利な構成では、外側の、特に円環状の環状部分の半径方向の幅ｂＡは、
内側の環状部分の半径方向の幅ｂＩよりも小さくなっている。半径方向の幅ｂＡ：ｂＩの
比は、特に１：３未満、有利には１：５未満、更に有利には１：７未満である。半径方向
の幅ｂＡが半径方向の幅ｂＩに比べて小さければ小さいほど、より簡単に半導体基板を取
付け装置から取り外すことができる。
【００２１】
　この場合、取付け輪郭の投影面の大きさが、有効取付け面の少なくとも２倍、特に３倍
であると、特に有利である。
【００２２】
　本発明の更に別の有利な構成では、内側の環状部分における取付け輪郭が、特に円環状
の、有利には中心Ｚに対して同心的に配置された少なくとも１つの支持面を、特に能動的
に位置固定することなく半導体基板を支持するために有しており、この場合、この支持面
は取付け面と見なされ、且つ取付け面と整合している。この構成により、ハンドリング時
の取付け装置の更なる平坦化が達成されるので、半導体基板が取付け装置に対して曲げら
れたり、全体的に湾曲したりすることはなくなる。
【００２３】
　本発明による別の構成では、変形手段が、特に取付け面以外で、有利には専ら取付け面
以外でのみ、半導体基板の取付け面側を押圧するように形成されている。驚くべきことに
、半導体基板の取付け面側（大抵は半導体基板の裏面）を押圧することにより、特に傷つ
けることのない取外しが可能である、ということが判った。更に、半導体基板の他方の（
大抵は加工されるためにより重要な）面の汚染が回避される。
【００２４】
　変形手段として、取付け輪郭を貫通する少なくとも１つの押圧部材が設けられていると
、圧力は、特に中心Ｚから均一にもたらされる。この場合、特にピンによる機械的な構成
が可能であるが、しかしまた、流体、特にガスによる押圧も可能である。このために、特
に取付け体を貫通している開口、特に孔が設けられている。
【００２５】
　変形が第１の基板に対して同心的に行われるように、変形手段が形成されていると、接
合は特に効果的に、且つ最小限の歪みに基づく高度なアライメント精度で行われる。
【００２６】
　更に別の有利な構成では、内側の環状部分に、特に個別に制御可能な複数の位置固定部
材が、対応する位置固定部分を位置固定するために、第１の基板に沿って設けられている
。これにより付加的に、第１及び／又は第２の基板のｘ方向、ｙ方向及び／又はｚ方向で
の歪み及び／又は延伸に対して影響を及ぼすことができるようになっている。（概ね基板
の接触面に沿って、つまり接触面内で進行する）歪み及び／又は延伸は、特に前の方法ス
テップにおいて、有利には基板の応力及び／又は延伸マップの形態で記録され、位置固定
部材を切り換えることにより、基板の接触時に、特に局所的な歪み／延伸を相殺するよう
に形成された、付加的な変形が、部分的に生ぜしめられる。それというのも、このような
歪み／延伸によって、アライメント精度は、特に２５０ｎｍ未満のアライメント精度の場
合、常に強い影響を及ぼされるからである。要するに、基本的に水平方向の歪みと垂直方
向の歪みとは区別され得る。垂直方向の歪みは、垂直方向、つまりｚ方向での真空引きプ
ロセスによって生じる。但し、これらの歪みは必然的に、達成すべきアライメント精度に
関して本来の問題となる、水平方向、つまりｘ方向及びｙ方向の歪みも伴う。
【００２７】
　方法的にこのことは、特に前置された測定法により検出された、第１及び／又は第２の
基板の歪み及び／又は延伸を、特に対応する位置固定部分を位置固定するための位置固定
部材を用いて、特に第１及び／又は第２の基板の部分を制御して歪ませ且つ／又は延伸さ
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せることによって第１及び／又は第２の基板に影響を及ぼすことにより減少させることに
よって解決される。歪み及び／又は延伸の検出は、外部の測定装置によって行うことがで
きる。この場合、外部の測定装置は、本発明による構成にデータ接続部を介して適宜接続
されている。有利には、歪み及び／又は延伸マップを検出する測定装置は、本発明による
構成と同じモジュール内に位置している。更に、歪み及び／又は延伸マップの検出用装置
並びに本発明による構成を制御するために、同一のインターフェースを用いる可能性も開
かれている。
【００２８】
　インターフェースとは、あらゆる種類の制御コントロール装置であると解される。この
場合、有利には、相応の制御ソフトウェア及び相応のグラフィカルユーザインタフェース
を備えたコンピュータである。
【００２９】
　装置に関して開示された特徴は、方法に関しても開示されたものとして有効であり、逆
に方法に関して開示された特徴は、装置に関しても開示されたものとして有効である。
【００３０】
　本発明の別の利点、特徴及び詳細は、以下の好適な実施形態の説明並びに図面に基づき
明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１ａ】本発明による装置の第１実施形態の取付け輪郭を上から見て、断面線Ａ－Ａと
共に示した図である。
【図１ｂ】図１ａに示した断面線Ａ－Ａに沿って断面した図である。
【図２ａ】本発明による装置の第２実施形態の取付け輪郭を上から見て、断面線Ｂ－Ｂと
共に示した図である。
【図２ｂ】図２ａに示した断面線Ｂ－Ｂに沿って断面した図である。
【図３ａ】本発明による装置の第３実施形態の取付け輪郭を上から見て、断面線Ｃ－Ｃと
共に示した図である。
【図３ｂ】図３ａに示した断面線Ｃ－Ｃに沿って断面した図である。
【図４ａ】本発明による装置の第４実施形態の取付け輪郭を上から見て、断面線Ｄ－Ｄと
共に示した図である。
【図４ｂ】図４ａに示した断面線Ｄ－Ｄに沿って断面した図である。
【図５ａ】図１ａに示した第１実施形態の、取外し直前を示す横断面図である。
【図５ｂ】図５ａに示した第１実施形態の、半導体基板の取外し時を示す横断面図である
。
【図６】半導体基板の取外し用のピンの種々様々な形状を概略的に示した図である。
【図７ａ】本発明による装置の第５実施形態を上から見た図である。
【図７ｂ】図７ａに示した第５実施形態の横断面図である。
【図８ａ】互いに溶接すべき２つのウェハにピンが接触する前の状態を示す横断面図であ
る。
【図８ｂ】互いに溶接すべき２つのウェハの上側のウェハにピンが接触中の状態を示す横
断面図である。
【図８ｃ】互いに溶接すべき２つのウェハの上側のウェハがピンにより弾性的に撓められ
ている最中の状態を示す横断面図である。
【図８ｄ】互いに溶接すべき２つのウェハの上下のウェハ間の最初の接触中の状態を示す
横断面図である。
【図８ｅ】互いに溶接すべき２つのウェハの上下のウェハ間の接合波の継続中の状態を示
す横断面図である。
【図８ｆ】互いに溶接すべき２つのウェハの上側のウェハが既にサンプルホルダから取り
外された状態を示す横断面図である。
【図８ｇ】互いに溶接すべき２つのウェハが接合された状態を示す横断面図である。
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【００３２】
　図面において、同じ構成部材及び同じ機能を有する構成部材には同じ符号が付されてい
る。
【００３３】
　図１ａには、第１の半導体基板１５（ウェハ）の取付け設備の取付け装置１（半導体工
業分野ではチャックとも呼ばれる）が示されており、この取付け装置１の取付け輪郭８に
、第１の半導体基板１５が取り付けられる。取付け輪郭８は、取付け平面Ｅ内に取付け面
７を有する構造を有している。取付け装置１に対する半導体基板１５の取付けに際して、
取付け面７だけが、半導体基板１５に接触する（有効取付け面）。
【００３４】
　取付け装置１は、特に一体的な且つ／又は金属の且つ／又は剛性の取付け体１ｋから形
成されていて、このことは図１ｂに示した横断面図において特に良好に認識され得る。掻
き傷又は金属イオン濃縮を回避するために、取付け体のコーティングが可能である。寸法
から見て、取付け装置１の少なくとも取付け輪郭８は、取り付けるべき半導体基板１５の
寸法に適合されているので、取付け輪郭８の外側の半径ＲＡは、取り付けるべき半導体基
板１５の半径に、ほぼ相当している。半導体基板の直径は、有利には工業分野において慣
用の、２″，４″，６″，８″，１２″若しくは１８″等の、規格化された直径に相当し
ているが、必要な場合は、これらの直径と異なっていてもよい。取付け輪郭８及び取付け
装置１の形状は、上から見ると円形であり、半導体基板１５の慣用の形状に等しくなって
いる。取付け体１ｋの半径Ｒｋは、より簡単なハンドリングのために、取付け輪郭８の外
側の半径ＲＡよりも大きくなっていてよい。取付け体１ｋの周面には、取付け輪郭８の周
面に到るまで、取付け平面Ｅに対して引っ込められた段部９が設けられていてよく、これ
により、（特に半導体基板１５の積載に際して）取付け装置１のハンドリングが容易にな
る。取付け体１ｋの周面と、取付け輪郭８の周面とは、取付け装置１若しくは取付け輪郭
８の中心Ｚに対して同心的である。
【００３５】
　取付け輪郭８の周面から（つまり外側の半径ＲＡから）、取付け輪郭８の外側の環状部
分１０が、内側の半径ＲＩまで延在している。外側の環状部分１０は、面状の半導体基板
１５を負圧によって位置固定するために設けられている。負圧は、真空装置（図示せず）
によって、互いに同心的に延在している２つの負圧通路３に印加される。これらの負圧通
路３は、外側の半径ＲＡと内側の半径ＲＩとの間、つまり完全に前記環状部分１０内に延
在している。負圧通路３は、有効取付け面７を中断しており、負圧通路３に印加される負
圧によって、半導体基板１５は、取付け面７の外側の環状部分１０の領域に位置固定され
る（第１の基板１５の位置固定）。負圧、延いては有効的に作用する位置固定力は、（設
備を制御するための相応の制御装置を介して）有利には制御されて調節され得る。更に、
サンプルホルダ（取付け装置１）は有利には、閉鎖可能なシール部材が、サンプルホルダ
を封止し且つ外部から連続的に吸い込むこと無しに負圧を維持するように製造されていて
よい。これにより、サンプルホルダはあらゆる機械から取り外せるようになっており、そ
の際、第１の基板１５の位置固定は、少なくとも所定の時間にわたって維持され続ける。
【００３６】
　図１ａ及び図１ｂに示した実施形態では、取付け面７は、取付け平面Ｅ内の外側の環状
部分１０の表面に相当する。外側の環状部分１０の内側（つまり内側の環状部分１１）に
おいて、取付け輪郭８は取付け面７に対して引っ込められていて、円環状の凹部２を形成
しており、この凹部２の半径は、内側の半径ＲＩに等しくなっている。つまり、凹部２は
、取付け輪郭８の周面に対して同心的、若しくは外側の環状部分１０に対して同心的であ
る。凹部２の底部２ｂは、取付け平面Ｅに対して平行に、凹部２の高さｈに相当する間隔
を開けて延在している。凹部２の高さｈは、有利な構成では負圧通路３の深さに相当する
（比較的簡単な製造）。
【００３７】
　半導体基板１５の取付けに際して、凹部２内に負圧が形成されないようにするために、
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取付け体１ｋを貫通する開口４が設けられている。この開口４は孔として、特に取付け輪
郭８の中心Ｚ若しくは周面に対して同心的に設けられていてよい。
【００３８】
　図２ａ及び図２ｂに示した第２実施形態では、取付け面７′は外側の環状部分１０のみ
から成っているのではない。取付け輪郭８（若しくは取付け体１ｋ）はむしろ、中心Ｚに
対して同心的に配置された円環状の支持面１２を有しており、この支持面１２は、開口４
に隣接して設けられた突出部５により形成される。
【００３９】
　図３ａ及び図３ｂに示した第３実施形態では、開口４′は最早円形にも、中心Ｚに対し
て同心的にも形成されておらず、スリット状になっており、この場合、開口４′は中心Ｚ
から内側の半径ＲＩまで延在している。開口４′は一般に、上述した機能性を可能にする
、あらゆる任意の形状を取ることができる。開口４′は、その他の構成部材とは異なり、
中心Ｚに対して回転対称的ではない。これにより、図２ａ及び図２ｂに示した実施形態に
比べてより大きな支持面１２′も生じている。
【００４０】
　図４ａ及び図４ｂに示した第４実施形態では、突出部５に加えて付加的に、別の２つの
突出部１３，１４が設けられており、これらの別の突出部１３，１４は、内側の環状部分
１１内で第１の突出部５に対して同心的に、特に互いに等間隔で配分されて配置されてい
る。これにより、第４実施形態における支持面１２″は、第２及び第３実施例における支
持面よりも更に大きくなっており、その結果、所定面内で、より均一に配分された支持面
１２″が得られる。
【００４１】
　全ての実施形態において、開口４，４′を通じて、特に開口４，４′の内側輪郭に対応
するピン６（図５ａ及び図５ｂ参照）を案内することができ、これにより、半導体基板１
５の内面１５ｉにピン６を押し付けて、半導体基板１５を、取付け面７，７′，７″，７
′″から取り外せるようになっている。ピン６は、有利には開口４，４′（の内側輪郭）
に対して無接触式に案内される。真空通路３は、有利には設備の制御ユニットによって連
続的に真空引き及び注入可能である。
【００４２】
　本発明では、ピン６の代わりに、流体、特にガスによる凹部２の押圧が考えられ、この
ことは、凹部２内の押圧面における一様な／均一な圧力分布をもたらす。
【００４３】
　第１の基板１５の変形（撓み）は、有利には管理されて制御され、且つ有利にはウェハ
１５がサンプルホルダから完全に取り外される範囲では復元可能となっている（図８ａ～
図８ｇ）。外側の環状部分１０に第１の基板１５を位置固定することにより、変形の振幅
が制限されて、本発明では特に高さｈよりも小さな振幅で僅かな変形しか行われない。
【００４４】
　図５ｂに示した第１の基板１５の変形は、本発明では対向位置するように配置され且つ
第１の基板１５に対して基板接触前に整合された第２の基板に接触させるために役立つ。
この接触は、その都度基板の中心Ｍで第１の基板１５を同心的に変形させることによって
行われる。
【００４５】
　内面１５ｉの押圧中及び基板の接触後に、負圧通路３に印加される負圧は、特に制御さ
れて減少される。第１の基板１５の変形によりもたらされる予荷重及び／又は作用する重
力によって、第１の基板１５は湾曲して、第１の基板１５の中心Ｍを起点として半径方向
外側に向かって第１の基板１５の周面に到るまで、第２の基板と接触させられて、少なく
とも一時的に接合され、その際に接合波は、第１の基板１５の中心Ｍからほぼ同心的に、
第１の基板１５の周面まで進行する。
【００４６】
　本発明によるピン６，６′，６″，６′″の形状は、図６に例示されている。ピン６，
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６′，６″，６′″は、本発明では開口４，４′の形状若しくは輪郭に適合されているだ
けでなく、例えば横断面をＴ字形（ピン６′）に形成してもよく、これにより、比較的大
きな面積を有する半導体基板１５を押圧することができ、延いては比較的傷つけることな
くハンドリングすることができるようになっている。よって、ピン６′のヘッドとして、
凹部２において開口４の内側輪郭を越えて延在する押圧板が設けられていてよい。更に、
ピン６，６′，６″，６′″は、有利な構成ではばねによって押圧されている。
【００４７】
　外側の環状部分１０の半径方向の幅ｂＡは、本発明では内側の半径ＲＩよりも小さくな
っており、特に内側の環状部分１１の半径方向の幅ｂＩよりも小さくなっている（図１ａ
及び図１ｂ参照）。
【００４８】
　先の複数の実施形態と組み合わせ可能な別の実施形態が図７ａ及び図７ｂに示されてい
る。凹部２の領域には、特にハニカム状の複数の位置固定部材１６が設けられており、こ
れらの位置固定部材１６に対応する第１の基板１５の位置固定部分が、第１の基板１５の
変形時の内面１５ｉの押圧作用方向とは逆方向で、取付け装置に局所的に位置固定可能と
なっている。位置固定部材１６の制御は、制御装置によって行われる。これにより、第２
の基板の方向での第１の基板の変形に対して、適切に影響を及ぼすことができる。つまり
、接合すべき第１の基板１５の延伸／応力マップに基づいて、本発明では第１の基板１５
の応力／延伸の適切な減少が可能なので、与えられた基板相互の（若しくは場合によって
は基板と基板上の部材との）アライメント精度が、両基板又は少なくとも第１の基板１５
の既存の応力／延伸によって低下されることはない。個々の位置固定部材１６の適切な制
御によって、第１の基板１５の対応する位置固定部分の変形（剪断、圧縮、延伸、回転）
が可能になる。このことは、達成すべきアライメント精度が２５０ｎｍ未満、特に１５０
ｎｍ未満、有利には１００ｎｍ未満である場合に、ますます大きな役割を果たす。それと
いうのも、基板の歪み／延伸は、最大１００ｎｍの局所的なアライメント誤差を惹起する
恐れがあるからである。
【００４９】
　位置固定部材１６は、特に帯電可能であるか、又は圧電素子として形成されている。
【００５０】
　この実施形態では、より大きな有効取付け面７ＩＶ並びに先に述べた実施形態に比べて
より大きな取付け輪郭８ＩＶが得られるので、第１の基板１５のより良好な支持が生ぜし
められている。
【符号の説明】
【００５１】
　１　取付け装置
　１ｋ　取付け体
　２　凹部
　２ｂ　底部
　３　負圧通路
　４，４′　開口
　５，５′　突出部
　６　ピン
　７，７′，７″，７′″，７ＩＶ　取付け面
　８，８′，８″，８′″，８ＩＶ　取付け輪郭
　９　段部　
　１０　外側の環状部分
　１１　内側の環状部分
　１２，１２′，１２″　支持面
　１３　突出部
　１４　突出部
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　１５　第１の基板（半導体基板）
　１５ｉ　内面
　１６　位置固定部材
　ｂＡ　半径方向の幅
　ｂＩ　半径方向の幅
　Ｒｋ　半径
　ＲＡ　外側の半径
　ＲＩ　内側の半径
　Ｚ　中心
　Ｅ　取付け平面
　Ｍ　中心

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２ａ】

【図２ｂ】
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【図６ａ】
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